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1. 緒　言

　ダイボンディングフィルムは図 1のような半導体パッ
ケージの中で，シリコン半導体チップと支持体（基板，
リードフレーム，テープなど）の間の接着に使用される
フィルム状接着剤である。半導体ウエハを正方形に切り分
けて（さいの目に切る：Dice），チップを作ることから半導
体チップはダイ (Die)と呼ばれており，ダイと支持体の接
着（ボンディング）に使用されることから，ダイボンディ
ングフィルムと呼ばれている（あるいはダイアタッチフィ
ルム，略して DAFなどと呼ばれることもある）。本稿で
は，エポキシ樹脂とアクリルポリマーからなるダイボン
ディングフィルムの必要特性と材料設計を取り上げ，それ
らの概要について述べる。

2. ダイボンディングフィルムの必要特性

　近年，半導体パッケージの分野では，スタックドMCP　
(Multi-Chip Package)を初めとする高密度実装可能なパッ
ケージの比率が高くなってきている 1),2)。半導体チップを多
段積層することで，パッケージの外形は同じでも，記憶容
量を数倍にも増やすことができるため，フラッシュメモリー
などの用途で多用されているほか，種々の機能を持つ半導
体チップを積層することでシステムとしての機能を持たせ
たシステムインパッケージなども注目されている。それに
応じて，チップの厚さも，従来の 300 μm程度から 25 μm
程度まで大幅に減少している。
　このような半導体パッケージでは，極薄のウエハまたは
チップをハンドリングするため，ラミネート，ダイシング
などの各工程が非常に難しくなるだけでなく，統計的にも
高い良品率を得ることは大変厳しくなる。例えば，極薄
チップを n段に積み重ねた半導体パッケージでは 1層あた
りのダイボンディングフィルムの接着不良率が x %である
とパッケージの良品率 Y %は
　Y = ((100 - x)/100)n × 100
となる。したがって，ダイボンディングフィルムの接着不

良率をほぼ 0%に近づけない限り，半導体パッケージの良
品率は大きくならない。また，図 2にこれらの半導体パッ
ケージを組み立てる工程とダイボンディングフィルムの必
要特性を示す。表面にパターン形成したウエハの裏面にダ
イボンディングフィルムをラミネートした後，ダイシング
テープを貼り合せてからウエハを所望のチップサイズにダ
イシングする。その後，フィルム付のチップをピックアッ
プし，基板にダイボンドする工程，ワイヤボンディング，
封止などの工程経てパッケージは完成する。組立プロセス
の中でダイボンディングフィルムに求められる必要特性の
うち，代表的なものを挙げると以下のような特性がある。
① 80°C以下でのウエハへのラミネート（仮貼り）が可
能であること。
②ブレードダイシング時にチップやフィルムにバリが生
じないこと。
③半導体チップをダイシングテープから剥離する（ピッ
クアップ）時にチップが破損しない低い荷重でチップ
を実装基板に貼付けできること。
④半導体パッケージを配線基板に接続する際に，あらか
じめ印刷したはんだペーストを溶融して接続する工程
（はんだリフロー工程）があるが，その工程中で剥離や
ふくれを生じないこと。
⑤チップと実装基板間の熱膨張係数の差を吸収できるこ
と。

　他にもフィルムの平滑性，長期安定性，加工性などさま

図 1.　半導体パッケージの構造
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